Создание полупроводниковой резистивной памяти на основе светодиодов InGaN/GaN путем импульсного воздействия
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На сегодняшний день память типа RRAM (Resistive random-access memory - резистивная память с произвольным доступом) является наиболее молодым и перспективным типом энергонезависимой памяти и представляет собой прекрасную альтернативу flash и SSD накопителям, а также может быть применена для нейроморфных систем. В последние годы особый интерес в этой области представляет создание конфигурации, объединяющей технологию RRAM и полупроводниковый светодиод [1-3] для возможности параллельного оптического считывания информации. Нами предложен метод создания резистивной памяти на базе светодиодов InGaN/GaN с одной квантовой ямой путем импульсного воздействия. 

Светодиоды с центральной длиной волны излучения 468 нм подвергались нами импульсному воздействию с помощью источника сигналов специальной формы АКИП-3418/2. При протекании тока большой величины в импульсном режиме происходит образование подвижных дефектов и формирование в области пространственного заряда проводящих каналов, которые отвечают за эффект резистивного переключения и памяти в полупроводниковом светодиоде. Данные эффекты подтверждаются наличием явления гистерезиса на вольт-амперных (рис.1, а) и вольт-фарадных (рис.1, б) характеристиках исследуемого прибора. На графиках виден четкий переход между резистивным и диодным состояниями структуры. Стоит отметить, что установившееся состояние сохраняется даже при отсутствии питания. Таким образом, описанный прибор является энергонезависимым, как и все устройства с резистивной памятью. 
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	Рис. 1. Вольт-амперная (а) и вольт-фарадная (б) характеристики прибора (1 – измерение от прямого напряжения смещения к обратному; 2 – измерения от обратного напряжения смещения к прямому).
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